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３． 事後評価結果 

〇評点： 

 

 

 

〇総合評価コメント： 

 

 フェリチン／リステリアタンパクを用いたバイオテンプレートと低損傷中性ビームエッチングの組合せで、高密

度量子ナノディスクアレー製造技術を確立、Si、Ge、GaAs 等の化合物半導体、グラフェンに適用することで、均

一・高密度なナノディスクアレーを実現し、量子効果の発現を確認した。本技術を Si 太陽電池に応用、量子効

果に基づくミニバンドが形成される事で、Si 量子ドット太陽電池としては世界最高のエネルギー変換効率 12.6%

を達成した。またトップダウンのビーム加工により形成された GaAs、InGaN、InGaAs 等の化合物半導体量子ドッ

ト構造として、初めて電流注入での発光を実現した。最終年度には、上記のInGaN量子ドットアレーLEDにより、

従来、高効率のLED発光が困難であった緑色の波長において高効率発光を実現した。これは量子ナノディスク

構造導入により高 In 濃度における InGaNの歪が緩和したためと推測される。CREST期間中に高効率レーザー

発振には至らなかったが引き続きの開発を期待する。当初の目標外の成果として Si 量子ナノディスク構造にお

ける熱伝導率の大幅な低減、GaAs ナノディスク構造におけるスピン緩和時間の増大を実証し、各々高性能熱

電素子応用、スピントロニクス応用の可能性を提示した。実用化にはさらなる開発が必要であるが、本手法により

多様な半導体量子構造ナノデバイスへの応用が可能であることを示した。 

A  期待通りの成果が得られている 


